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عزیزتر و مهربان همسر ویژه به عزیزم، خانواده مدیون اول مرتبه در را خود ͳتحصیل و ͳزندگ های موفقیت تمام Έش بدون

ͳرمΎدل باعث و پشتیبان ͳزندگ مراحل تمام در که فداکارم مادر و پدر و نمودم درک را آرامش حضورش با که جانم از

باشم. ͳم اند، بوده من

که - ͳدهقان رسول دکتر جناب ام گرانمایه سرور و استاد از را امتنانم و سپاسΎذاری مراتب دانم ͳم خود وظیفه

علاقه تحقیق و خواندن درس به مرا دانشΎاه در حضورم سال چندین طول در ایشان دری΅ ͳب های حمایت و ها ͳراهنمای
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ͳم ͳقدردان و تش΋ر اند، داده آموزش ای کلمه ͳحت من به و داده آموزش مرا تحصیل دوران طول در که دانشΎاه اساتید و

کمال نمودند، یاری گزارش تهیه و پروژه انجام در مرا که دوستانم ͳتمام از نیز انتها در دانم. ͳم آنان مدیون را خود و کنم

عرصه همه در روزافزون توفیق و موفقیت ،ͳسلامت عزیزان این ͳتمام برای متعال خداوند درگاه از دارم. را ͳقدردان و تش΋ر

خواستارم. را ͳزندگ های

زاده ͳتق علیرضا

١٣٩٠ شهریور
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چ΋یده

کمتر ͳمصرف توان کوچ΋تر، اندازه بالاتر، های قابلیت با های فرستنده-گیرنده ساخت به نیاز گذشته دهه دو در سیم ͳب مخابرات فزاینده رشد

CMOS ت΋نولوژی شود. ͳم استفاده ͳتركیب مد و دیجیتال آنالوگ، های بخش از فرستنده-گیرنده ساختار در است. نموده ایجاب را تر ارزان و

است. آورده فراهم ͳمصرف توان و هزینه کمترین با را چیپ روی ͳمخابرات سیستم Έی های بخش کلیه ساخت ام΋ان خود عظیم های ظرفیت با

منتقل دیجیتال به آنالوگ بخش از ͳپردازش عملیات بیشتر آنها پردازش سرعت افزایش و دیجیتال مجتم΄ مدارات افزون روز پیشرفت با علاوه به

مهمترین از است. شده افزوده بخش این اهمیت بر روز به روز بل΋ه است، نشده کاسته آنالوگ بخش اهمیت از تنها نه وجود این با است. گردیده

در ولتاژ با شونده کنترل اسیلاتور ساخت است، گرفته قرار توجه مورد بسیار امروزه فرستنده-گیرنده در بالا فرکانس آنالوگ قسمت در كه مواردی

ای ویژه اهمیت از OFDM نوع مدولاسیون با ͳمخابرات های سیستم در فاز نویز پارامتر مثال عنوان به است. پایین فاز نویز با CMOS ت΋نولوژی

ͳم اهمیت حائز جیتر عنوان تحت فاز نویز نیز، دیجیتال دنیای در ͳحت و شود ͳنم محدود آنالوگ دنیای به تنها فاز نویز اهمیت البته است. برخوردار

CMOS ولتاژ با شونده اسیلاتوركنترل آنها پركاربردترین و مهمترین كه دارد وجود ولتاژ با شونده کنترل اسیلاتورهای برای ͳمختلف ساختارهای باشد.

مختلف نویز مناب΄ تبدیل م΋انیزم باشد. ͳم ساختارها سایر به نسبت پایین بسیار فاز نویز جمله از ͳمناسب بسیار مشخصات دارای كه است LC نوع

های تلاش سالها طول در باشد. ͳم پیچیده بسیار اسیلاتور مدار بزرگ سیΎنال و ͳغیرخط خاصیت دلیل به ͳخروج فاز نویز به مدار این در موجود

قوت و ضعف نقاط دارای ها مدل این از کدام هر است. گردیده مختلف های مدل ایجاد باعث كه است گرفته صورت فاز نویز آنالیز در ͳگوناگون

ارائه جدیدتر مدل و Leeson مدل ها، مدل این مهمترین از نمایند. ͳم مشخص را فاز نویز روی ها پارامتر از ͳبرخ تأثیر و باشند ͳم خود خاص

شده گرفته كار به اسیلاتورها فاز نویز کاهش برای ͳمختلف های روش ها سال طول در مختلف، های مدل براساس باشد. ͳم Hajimiri توسط شده

فرکانس های اسیلاتور انواع و عمل΋رد اصول ͳمعرف به ابتدا نامه پایان این در دارند. هزینه حداقل با مخرب پدیده این کاهش در ͳسع ͳΎهم که اند

و ͳمعرف را LC اسیلاتور فاز نویز برای شده ارائه های مدل سپس پردازیم. ͳم ͳمخابرات سیستم عمل΋رد بر آن تأثیر و جیتر و فاز نویز مفاهیم و بالا

ͳتنهای به آن فاز نویز در مؤثر های پارامتر از کدام هر تغییر اثر اسیلاتور این ای پایه ͳبررس با ادامه در کنیم. ͳم ͳبررس ها مدل این به مربوط روابط

و Ϳسوئی های ترانزیستور ابعاد نسبت حسب بر اسیلاتور نوسان دامنه برای تری دقیق روابط گرفت. خواهد صورت لازم های سازی شبیه و ͳبررس

ͳم قرار ͳبررس مورد اسیلاتور عمل΋رد بر سلف دو بین تزوی; ضریب اثر و آید ͳم دست به مناسب مشخصات برای بهینه نسبت Έی تعیین نتیجه در

سازی شبیه با و ارائه اسیلاتورها نویز کاهش برای ͳهای روش و گیرد ͳم قرار ͳبررس مورد LC اسیلاتور در نویز کاهش های روش ادامه در گیرد.

شوند. ͳم تأیید

نویز. کاهش فاز، نویز ولتاژ، با شونده کنترل اسیلاتور ،LC اسیلاتور ،CMOS ت΋نولوژی ،ͳمخابرات های سیستم کلماتکلیدی:



اول فصل

مقدمه

مقدمه ١-١

در ت΋نولوژی این است. داده رخ بشر ͳزندگ در عظیم ͳتحول مجتم΄ مدارهای ت΋نولوژی ابداع با گذشته دهه چند در

بسیار ابعاد كم، بسیار هزینه با را پیچیده بسیار سیستم�های ساخت ام΋ان خود كننده خیره پیشرفت با دهه چند این طول

ͳروزافزون و زیاد بسیار رشد دارای دوران این در سیم ͳب مخابرات صنای΄ است. نموده فراهم بالا بسیار سرعت و كوچك

در نفر میلیارد ۵ از بیش توسط سیستم�ها این كاربرد افزایش باعث ͳنمای رشد این گذشته دهه در كه طوری به است، بوده

همراه، تلفن�های مانند زیاد بسیار تنوع با ͳمخابرات محصولات است. شده دنیا مردم از درصد ٨٠ از بیش ͳیعن دنیا سراسر

باند پهنای با سیستم�های بالا٣، فركانس ͳشناسای سیستم�های ،٢ͳجهان یاب موقعیت سیستم�های ،١ͳمحل ب�ͳسیم شب΋ه�های

.[۵] گشته�اند مردم روزمره ͳزندگ جدای�ͳناپذیر جزء عنوان به و استفاده مورد دنیا مناطق از بسیاری در ... و زیاد۴ بسیار

م�ͳباشد. ͳنشدن ͳحت و دشوار بسیار دنیا مردم اكثر برای همراه تلفن بدون ͳدنیای تصور

١Wireless Local Access Network: WLAN

٢Global Positioning System: GPS Systems

٣Radio Frequency Identification Systems: RFID Systems

۴Ultra Wideband Systems: UWB Systems



٣

روابط با هوشمند بسیار ͳدنیای آینده كامپیوتر علوم با همراه ͳمخابرات ت΋نولوژی�های سری΄ بسیار پیشرفت با علاوه به

است شده مطرح ها پیشرفت این مبنای بر جدیدی بسیار مباحث دوران این در م�ͳباشد. روشن بسیار اجزا تمام بین گسترده

ب�ͳسیم۵ سنسور شب΋ه�های زمینه در شده مطرح مباحث م�ͳشدند. یافت ͳتخیل كتاب�های در تنها دور چندان نه روزگاری كه

كنترل پیچیده روش�های منزل۶، اتوماسیون به مربوط هوشمند سیستم�های خانه، ͳحت و ͳ΋پزش صنعت، در آنها كاربرد و

م�ͳباشند. مباحث گونه این از دور راه از ͳ΋پزش

همین در بود. همراه تولید و ساخت زمینه در زیادی بسیار دشواری�های با ابتدا در مجتم΄ مدارهای ت΋نولوژی از استفاده

CMOS مانند ابعاد كاهش و ͳپیچیدگ افزایش هزینه، كاهش هدف با دهه چند این طول در ͳمتفاوت ت΋نولوژی�های راستا

بیش امروزه كه ت΋نولوژی�ها این پراستفاده�ترین و مهمترین از ͳ΋ی یافتند. توسعه و شده ابداع ... و ،Bipolor، NMOS

ابتدا در ت΋نولوژی این م�ͳباشد. CMOS ساخت ت΋نولوژی است، گرفته دست به را مجتم΄ مدارات بازار از درصد ٩٩ از

فشرده ͳیعن خود هدف سمت به زیاد بسیار سرعت با و گشت عرصه وارد فشرده بسیار دیجیتال مدارات ساخت هدف با

م�ͳنمود، ادعا كه را مور معروف قانون دهه چند طول در ت΋نولوژی این رفت. پیش مجتم΄ مدارات بیشتر چه هر سازی

ترانزیستورهای ساخت ͳتوانای ت΋نولوژی این امروزه نمود. تعقیب م�ͳشود، برابر ٢ سال ٢ هر در مجتم΄ مدارات ͳفشردگ

ت΋نولوژی این ابتدا شد، گفته كه طور همان است. آورده دست به تجاری صورت به را نانومتر ٢۵ كانال طول با ماسفت

مدارات ساخت برای زیادی بسیار توجه اخیر سال�های در ͳول گرفت. استفاده مورد و ابداع دیجیتال مدارات ساخت برای

سه بازار به ارائه برای نیاز مورد زمان مدت و هزینه عمل΋رد، كیفیت ،ͳكل طور به است. شده ت΋نولوژی این در آنالوگ

بالا فركانس مدارات برای كه ͳنولوژی�های΋ت گذشته در م�ͳباشند. كننده تعیین ت΋نولوژی انتخاب در كه هستند پارامتری

از ͳمزیت�های دارای GaAs ت΋نولوژی بودند. GaAs و Silicon Bipolar ت΋نولوژی�های م�ͳگرفتند، قرار استفاده مورد

م�ͳباشد. بالا كیفیت با ͳخازن�های و سلف�ها و عایق نیمه بدنه قط΄، فركانش در ش΋ست ولتاژ حاصلضرب بودن بالا جمله

همین به و م�ͳآورد فراهم GaAs به نسبت پایین�تری هزینه در مدارات سازی فشرده ام΋ان Silicon Bipolar ت΋نولوژی

.[١٨] م�ͳگرفت قرار استفاده مورد بیشتر دلیل

ساخت تحقق ام΋ان آن، پیشرفت و دیجیتال مدارات در CMOS ت΋نولوژی زیاد بسیار مزایای به توجه با امروزه

مهمترین از است. آمده فراهم م�ͳشد، انجام Silicon Bipolar یا GaAs توسط تنها گذشته در كه آنالوگ مدارهای

پروسه به نیاز عدم دلیل به ساخت هزینه�های كاهش آنالوگ بالای فركانس مدارات ساخت برای ت΋نولوژی این مزیت�های

۵Wireless Sensor Networks

۶Building Automation



۴

گیرنده و فرستنده دیاگرام بلوک :١ -١ ش΋ل

و مهمترین از ͳ΋ی علاوه به م�ͳباشد. بازار به محصول رسیدن زمان كاهش و CAD افزارهای نرم ساختار به كمك جدا،

مورد بخش�های كلیه سیستم�ها این م�ͳباشد. ١ چیپ روی سیستم�های ایجاد ام΋ان ت΋نولوژی این دستاورهای اساس�ͳترین

این م�ͳشود. ͳمصرف توان و ساخت هزینه چشمΎیر كاهش باعث كه م�ͳدهند قرار تراشه یك روی ͳمخابرات سیستم یك نیاز

م�ͳباشد. ͳاساس بسیار همراه تلفن�های جمله از حمل قابل سیستم�های مدار در ͳویژگ دو

گرفته قرار استفاده مورد و ͳطراح دیجیتال مدارات ساخت برای ابتدا از CMOS ت΋نولوژی كه شود ذكر باید ادامه در

كه زد حدس م�ͳتوان بنابراین است. داده رخ دیجیتال مدارات ͳطراح بهبود راستای در نیز آن پیشرفت و توسعه ͳحت و است

ͳمنف ویژگ�ͳهای این مهمترین جمله از نیست. مناسب بالا فركانس آنالوگ مدارات برای آن ویژگ�ͳهای و خواص از بسیاری

خازن�ها و سلف�ها نظیر پروسه در شده ساخته پسیو عناصر پایین كیفیت اكتیو، عناصر پایین ͳده جریان قابلیت به م�ͳتوان

دشوار را ت΋نولوژی این در آنالوگ مدارات ͳطراح بحث ویژگ�ͳها این بنابراین نمود. اشاره تغذیه ولتاژ محدودیت�های و

ت΋نولوژی این امروزه و شده مش΋لات از ͳبرخ حل به موفق آنالوگ طراحان آن مزیت�های به توجه با ͳول است. نموده

است. گرفته قرار استفاده مورد بسیار

[١٨] آنها ساختار و ͳمخابرات سیستم�های ١-٢

ساختار این در م�ͳباشد. گیرنده و فرستنده شامل سیستم یك صورت به ͳكل صورت به ͳمخابرات سیستم یك ͳكل ساختار

به گیرنده و فرستنده سیستم�های از كدام هر ساختار ͳكل طور به ͳول م�ͳباشند. ͳشناسای قابل ͳمختلف بلوك�های و مدارات

و ویژگ�ͳها به توجه با ͳسادگ به قسمت دو این .(١ -١ م�ͳباشد(ش΋ل پایه قسمت یك و بالا فركانس قسمت یك صورت

از كمتر ͳپیچیدگ به م�ͳتوان بالا فركانس قسمت فرد به منحصر ویژگ�ͳهای از م�ͳباشند. تمیز قابل ی΋دیΎر از مشخصات

در این نمود. اشاره آن برای آنالوگ صورت به ͳکل ساختار و آن كاری فركانس آن، در رفته كار به المان�های تعداد نظر

به دارد. عهده بر را سیستم عملیات عمده بخش و بوده المان زیادی بسیار تعداد دارای پایه باند قسمت كه است ͳحال

١System On Chip: SOC



۵

بالا فرکانس ͳطراح ͳ۶-ضلع :٢ -١ ش΋ل

یك مثال عنوان به باشد). نیز ͳآنالوگ بخش�های دارای است مم΋ن (البته م�ͳباشد دیجیتال عمده طور به قسمت این علاوه

بالا فركانس قسمت به مربوط آنها از ͳكم بسیار تعداد تنها كه م�ͳباشد ترانزیستور میلیون یك از بیش دارای همراه تلفن

از بیشتر مراتب به بالا فركانس قسمت ͳپیچیدگ وجود این با رفته�اند. كار به پایه باند قسمت برای عمدتاً بقیه و م�ͳباشند

م�ͳباشد. ͳمخابرات سیستم�های ͳاصل ١ گلوگاه ͳنوع به و بوده پایه باند قسمت

دیجیتال، و آنالوگ مدارهای دیΎر برخلاف كه ͳمعن این به م�ͳباشد. آن بودن زمینه�ای چند ͳپیچیدگ این عمده دلیل

ͳطراح مبحث با مستقیم ارتباط دارای كه دارد ͳزمینه�های از بسیاری از خوب فهم به نیاز بالا فركانس سیستم�های ͳطراح

سیΎنال�های بحث مای΋روویو، تئوری مخابرات، تئوری مانند ͳمباحث توان ͳم مثال عنوان به نم�ͳباشند. مجتم΄ مدارات

در باید آنالوگ طراح بنابراین برد. نام را ... و ـΎیرنده�ها فرستنده ساختار بسیم، استانداردهای سیΎنال، انتشار ،ͳتصادف

برای همزمان طور به را مباحث این تمام بتواند و باشد ͳكاف اطلاعات دارای شده ذكر هم از دور و مختلف زمینه�های

ببرد. كار به بالا فركانس سیستم یك ͳطراح

خلاصه طور به بستان�ها بده این م�ͳباشد. بالا فركانس مدارات ͳطراح در زیاد بسیار ١ بستان�های بده وجود دوم دلیل

امر همین و داشته بستان بده ی΋دیΎر با ͳنوع به پارامتر دو هر ͳ۶-ضلع این در م�ͳشوند. مشاهده ٢ -١ ش΋ل ͳضلع- در۶

م�ͳگرداند. دشوار بسیار را بهینه و مطلوب ͳطراح

از زمینه�ها دیΎر مانند بالا قدرت با ͳطراح نرم�افزارهای نبودن بالا فركانس مدارات ͳطراح دشواری دلیل سومین

موجود دیجیتال مدارات تحلیل و سنتز برای قدرتمندی بسیار افزارهای نرم امروزه م�ͳباشد. دیجیتال مدارات ͳطراح جمله

ساده بسیار را ترانزیستور زیاد بسیار تعداد با پایه باند ͳطراح و ساخته�اند فراهم را ͳطراح كردن م΋انیزه ام΋ان كه م�ͳباشند

ندارد. وجود موارد از بسیاری در مناسب مدل�های ͳحت و افزارها نرم چنین بالا فركانس مدارات ͳطراح بحث در نموده�اند.

١Bottleneck

١Tradeoff



۶

در آن تحلیل ͳپیچیدگ نتیجه در و مدار المان�های رفتار سازی مدل ͳپیچیدگ بحث به م�ͳتوان دلیل آخرین عنوان به

بوده دشوار بسیار كار بالا فركانس مدارات ͳطراح شده ذكر دلیل چهار به توجه با پرداخت. بالا فركانس مدارات ͳطراح

م�ͳكنند. قلمداد هنر یك را بالا فركانس مدارات ͳطراح اوقات از بسیاری و

گیرنده و یΈفرستنده معماری ١-٣

به گیرنده در فرایند این م�ͳشود. نامیده مدولاسیون م�ͳشود تبدیل انتقال برای مناسب ش΋ل به پیام آن ͳط كه فرایندی

گذشته دهه چند طول در گیرنده و فرستنده یك معماری م�ͳشود. گفته دمدولاسیون آن به كه م�ͳشود انجام مع΋وس صورت

در زیاد بسیار پیشرفت به توجه با ͳكل طور به شده�اند. ایجاد سال�ها این در ساختارها انواع علاوه به و گرفته قرار تغییر مورد

توسط پایه باند قسمت در سیΎنال روی نیاز مورد عملیات از بسیاری آنها، ساخت برای كم بسیار هزینه و دیجیتال ͳطراح

هر ͳول م�ͳشود. فرستاده بالا فركانس قسمت به ارسال برای شده ساخته سیΎنال نهایتاً و م�ͳشود انجام دیجیتال مدارات

گیرنده�ها ـ فرستنده در بالا فركانس قسمت حذف شود، بیشتر آن قابلیت�های و یابد افزایش دیجیتال بخش قدرت هم چقدر

كل ͳكارای روی بر مستقیم طور به م�ͳشود، انجام قسمت این در سیستم عملیات مهمترین از ͳبرخ و نیست پذیر ام΋ان

دارد. مستقیم تاثیر سیستم

گیرنده و فرستنده برای معماری این ،٣ -١ ش΋ل در كه بود آنالوگ صورت به سیستم معماری دور، چندان نه گذشته در

حامل می΋روفون مانند مختلف مناب΄ توسط شده تولید آنالوگ سیΎنال ارسال، مسیر در معماری، این در است. مشخص

در ٣(آ)). -١ (ش΋ل م�ͳشود ارسال آنتن با امپدانس تطبیق از بعد و شده تقویت نتیجه و م�ͳكند مدوله را بالا فركانس

پایین فركانس به آورنده پایین یك با ١ كم نویز با كننده تقویت توسط آن تقویت و آنتن توسط سیΎنال دریافت از پس گیرنده

٣(ب)). -١ (ش΋ل م�ͳشود متصل بلندگو یك به شده، تقویت سپس و شود انجام دمدولاسیون عمل تا شده منتقل (پایه)

مطابق فرستنده در معماری این در است. شده مشخص ۴ -١ ش΋ل در دیجیتال گیرنده ـ فرستنده سیستم یك ساختار

و سازی فشرده مانند دیجیتال حوزه در مختلف عملیات و درآمده دیجیتال صورت به صدا ADC، توسط ۴(آ) -١ ش΋ل

از ͳبعض گیرنده در بتوان تا م�ͳشود انجام کردن كد عملیات سپس شود. كم باند پهنای و بیت نرخ تا م�ͳشود انجام ...

ش΋ل تغییر را آنها نیستند، مناسب ارسال برای پالس صورت به داده�ها چون علاوه به نمود. اصلاح یا تشخیص را خطاها

۴(ب) -١ ش΋ل مطابق گیرنده در م�ͳكنیم. ارسال آنتن توسط و كرده اعمال توان كننده تقویت و مدولاتور به سپس و داده

منتقل پایه باند به و شده آورنده پایین وارد و شده تقویت پایین نویز كننده تقویت توسط آنتن توسط دریافت از پس ها داده

١Low Noise Amplifier: LNA
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فرستنده دیاگرام بلوک (آ)

گیرنده دیاگرام بلوک (ب)

[١٨] آنالوگ گیرنده و فرستنده Έی دیاگرام بلوک :٣ -١ ش΋ل

ع΋س دكدینΊو دمولاتور، سازی، جبران ͳیعن فرستنده عملیات ع΋س و شده برداری نمونه ADC توسط سپس م�ͳشوند.

بلندگو به و شده تبدیل آنالوگ به دیجیتال های داده DAC مبدل توسط نهایت در م�ͳشود. انجام آن روی سازی فشرده

ت΋نولوژی پیشرفت با و است ی΋سان تقریباً حالت دو در بالا فركانس قسمت است مشخص كه طور همان م�ͳشوند. اعمال

كننده تقویت حامل، سیΎنال كننده تولید مدولاتور، شامل بخش این نیست. ͳشدن بخش این حذف عملا̈ دیجیتال مدارات

م�ͳباشد. گیرنده در حامل كننده تولید و آورنده پایین نیز و کم نویز با كننده تقویت و فرستنده در توان

آنها فاز نویز و اسیلاتورها ۴-١

مهمترین از است. افزوده بالا فركانس بلوك�های روی سخت�تر خواسته�های بر روز به روز مخابرات، روزافزون پیشرفت با

بلوك این م�ͳباشد. ١ حامل سیΎنال كننده تولید بلوك است، سخت بسیار ویژگ�ͳهای نیازمند سالها طول در كه بلوك�ها این

وظیفه م�ͳباشد. ٢ ولتاژ با شونده كنترل اسیلاتور بلوك یك آن بخش مهمترین كه است شده تش΋یل بلوك چند از عمدتاً خود

م�ͳرود. كار به اطلاعات انتقال برای حامل عنوان به كه م�ͳباشد ͳسینوس سیΎنال یك ایجاد بلوك این

١Local Oscillator

٢Volatge Controllerd Oscillator: VCO



٨

فرستنده دیاگرام بلوک (آ)

گیرنده دیاگرام بلوک (ب)

[١٨] دیجیتال گیرنده و فرستنده Έی دیاگرام بلوک :۴ -١ ش΋ل

پارامترهای مهمترین جمله از دارد. تاثیر گیرنده ـ فرستنده ساختار كل ͳكارای روی مستقیم طور به بلوك این مشخصات

نمود. اشاره ... و جیتر) (یا فاز نویز ،ͳخروج خلوص میزان ،ͳخروج سیΎنال دامنه ،ͳمصرف توان به م�ͳتوان بلوك این

حداقل و خلوص حداكثر ،ͳخروج نوسان دامنه حداكثر ،ͳمصرف توان حداقل با ولتاژ با شونده كنترل اسیلاتور یك ͳطراح

ویژگ�ͳها این زیرا م�ͳباشد، غیرمم΋ن عمل در ویژگ�ͳها این همه نمودن برآورده ͳول م�ͳباشد، طراح یك ͳنهای هدف فاز نویز

م�ͳباشند. متناقض ی΋دیΎر با اوقات از بسیاری در

به فاز نویز م�ͳباشد. تحلیل برای خواص پیچیده�ترین از حال عین در و خواص مهمترین از فاز نویز ͳویژگ میان این در

باشد) ضربه یك باید فركانس حوزه در (كه خود ایده�آل ش΋ل از ͳمحل اسیلاتور سیΎنال ͳفركانس طیف شدن خارج ͳمعن

كه م�ͳگذارد تاثیر ͳمخابرات سیستم یك در كاربر هر به مربوط باند پهنای حداقل روی مستقیم طور به ͳویژگ این م�ͳباشد.

OFDM مدولاسیون روش از كه ͳسیستم�های در علاوه به م�ͳشود. ͳمخابرات سیستم یك كاربران كاهش باعث نهایت در

شد. خواهد داده ΀توضی آن مورد در ͳآت های فصل در كه باشد داشته ͳنامطلوب بسیار ͳمنف تاثیر م�ͳتواند م�ͳكنند، استفاده



٩

حد چه تا كم فاز نویز با اسیلاتورهای ساخت امروزه چرا كه دریافت م�ͳتوان الان، تا شده گفته مطالب به توجه با

بسیار م�ͳشوند نوشته موضوع این درباره ساله هر كه ͳمقالات تعداد است. گرفته قرار طراحان توجه مورد و دارد اهمیت

از عمدتاً مقالات این ͳتمام در باشند. ͳم آنها از تعدادی [١۶] و [١٠]، [٩] ،[٨] مراج΄ مثال عنوان به که م�ͳباشد زیاد

توان ͳم ͳکل طور به ͳول گیرد ͳم قرار ͳبررس مورد آینده های فصل در علت كه است شده استفاده LC نوع اسیلاتورهای

م�ͳباشد. اسیلاتورها دیΎر انواع به نسبت اسیلاتورها این كمتر بسیار فاز نویز آن ͳاصل علت گفت

مطالب ارائه روند و اهداف ۵-١

΀توضی باشند، ͳم استفاده مورد بسیار امروزه که ͳمخابرات های سیستم در فاز نویز اهمیت درباره قبل های قسمت در

ضمن نامه پایان این در گرفت. ش΋ل آن اجرای روند و انتخاب نامه پایان این موضوع آن اهمیت به توجه با باشد. داده

بر را خود تمرکز بالا، فرکانس قسمت در ͳمخابرات های سیستم در استفاده مورد اسیلاتورهای مختلف ساختارهای ͳبررس

به کنیم. ͳم ͳبررس کامل طور به آنرا و داده قرار بالا فرکانس مدارات در اسیلاتورها نوع ترین مطلوب و پرکاربردترین

طریق از فاز نویز بهبود در ͳسع و دهیم ͳم قرار ͳارزیاب مورد را ها م΋انیزم فاز، نویز به نویز تبدیل های مدل مرور با علاوه

باشد. ͳم زیر صورت به مطلب ارائه روند نماییم. ͳم نوین های روش

اسیلاتور عمل΋رد نحوه مختلف دیدگاه دو از و پردازیم ͳم اسیلاتورها عمل΋رد ͳکل اصول ͳمعرف به دوم فصل در

را کدام هر های ͳویژگ و ͳمعرف را بالا فرکانس مدارات در استفاده مورد اسیلاتورهای انواع سپس کنیم. ͳم ͳبررس را

آن معادل و فاز نویز تعریف ͳمعرف به سوم فصل در ادامه در کنیم. ͳم مشخص را LC اسیلاتور انتخاب دلیل و ارائه

نویز اثر ویژه به و پرداخته ͳمخابرات های سیستم در فاز نویز اثر به سپس کنیم. ͳم بیان را آنها ارتباط و پرداخته جیتر

در فاز قفل های حلقه رفتار نیز فصل انتهای در و کنیم ͳم ͳبررس را OFDM ͳیعن امروزی پرکاربرد مودولاسیون در فاز

فرکانس مدارات در پایین فاز نویز با اسیلاتورهای ͳطراح نقش اهمیت با تا دهیم ͳم ΀توضی را اسیلاتورها نویز با مواجهه

کانال ͳحرارت نویز مقاومت، ͳحرارت نویز مانند اسیلاتورها در نویز مختلف مناب΄ ͳمعرف با چهارم فصل شویم. آشنا بالا

از فاز نویز به نویز تبدیل برای موجود های مدل انواع سپس و آغاز کرن پاپ نویز و فلی΋ر نویز ماسفت، ترانزیستورهای

دهیم. ͳم ارائه را Leeson رابطه در نویز فاکتور یافتن نحوه و ͳبررس را Hajimiri و Leeson مطرح های مدل جمله

فاز نویز کاهش های روش بعد فصل در تا است فاز نویز در دخیل مختلف پارامترهای و ها ریشه با ͳآشنای فصل این هدف

های روش انواع و پرداخته LC اسیلاتورهای فاز نویز کاهش های روش ͳبررس به پنجم فصل در کنیم. بیان دلایلشان با را

ͳبررس را ͳΎانباشت و ͳΎوارون ͳنواح بین ترانزیستور Ϳسوئی و بایاس نمودن Ϳسوئی و نویز Ίفیلترین های روش شامل آن


